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  Термическая стабильность  радиационных дефектов в полупроводниках является важнейшим и часто лимитирующим фактором в модифицирование материалов за счет введения любых радиационных дефектов -инженерии радиационных дефектов Radiation Defect Engineering /1/. Для карбида кремния (SiC) долгое время эта тема считалась недостаточно актуальной, т.к. основные радиационные дефекты Z1/Z2 и EH6/7 отжигаются при температурах ~ 1000°С /2/. Однако в последнее время стали появляться сообщения, свидетельствующие о некой низкотемпературной нестабильности радиационных дефектов, в частности введенных в политип n-4H-SiC (CVD) при облучении быстрыми электронами и протонами /2/. Целью настоящей работы было исследование влияния изохронного низкотемпературного отжига радиационных дефектов на параметры карбид-кремниевых диодов Шоттки, облученных электронами и протонами МэВ-ных энергий. В работе получены данные о режимах облучения и стабилизирующего низкотемпературного отжига для перспективного использования RDE n-4H-SiC.
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